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１．概要（Summary） 

 京都大学藤田静雄研究室発祥のミスト CVD 法を用い 

て形成した金属酸化膜を絶縁膜、半導体、導電膜等の材

料として応用展開することを目指している。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 プラズマ CVD 装置、電子線蒸着装置、高速マスクレス

露光装置、電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置、

触針式段差計、分光エリプソメーター、集束イオンビーム

走査電子顕微鏡、分析走査電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

 金属酸化物半導体を用いたショットキーバリアダイオー

ドを作製した。まず、サファイア基板上にミスト CVD 法を

用いて金属酸化物半導体の単結晶薄膜を成長した（自

社）。次に、半導体薄膜上に電子線蒸着装置で金属電極

を蒸着した。さらに、フォトレジストでマスクを形成（自社）し

た後に電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置を用

いることで所望の素子形状に加工した。また、加工形状の

評価（エッチング厚）に触針式段差計を使用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 作製したデバイスの光学顕微鏡像（Fig. 1）から、パタ

ーニングの精度は良好であることが確認された。一方、レ

ジスト起因と考えられる残渣も見られ、プロセスの最適化

が必要であることが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・ミスト CVD 法 

 ミスト CVD 法とは有機金属錯体などの反応材料を超

純水をはじめとする溶媒に溶解、ミスト化し、熱や光など

のエネルギーを加える事で基板上に目的薄膜を作製す

る方法である。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

Fig. 1 Device image of vibration-powered 

generators. 


